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用于低中频 ＧＰＳ接收机的高性能 ＣＭＯＳ差分低噪声放大器设计
马　伟１，２　 江金光２　刘经南２

（１武汉大学电子信息学院，武汉 ４３００７９）
（２武汉大学ＧＮＳＳ中心，武汉 ４３００７９）

摘要：设计了一个可用于低中频ＧＰＳ接收机系统的１５７５ＧＨｚ的低噪声放大器．首先考虑了ＥＳＤ保护二极管和
焊盘的寄生效应，对输入匹配和噪声性能的优化做了分析，并将窄带电感模型用于电路设计优化．其次基于Ｖｏｌ
ｔｅｒｒａ级数，对放大器的非线性做了分析，推导了电路各参数与 ＩＩＰ３的关系表达式，据此在功耗和线性度之间做了
折衷考虑．采用ＴＳＭＣ０１８μｍ射频工艺对低噪声放大器进行设计和仿真．仿真结果表明：在１８Ｖ工作电压
下，噪声系数仅为１１ｄＢ，ＩＩＰ３为－８３ｄＢｍ，电流消耗３ｍＡ，电路的输入匹配良好．
关键词：低噪声放大器；非线性；ＥＳＤ保护二极管
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